






























专利名称(译) 晶体管，其制造方法以及包括晶体管的有机发光显示器

公开(公告)号 US7700954 公开(公告)日 2010-04-20

申请号 US11/621627 申请日 2007-01-10

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 NOGUCHI TAKASHI
KIM JONG MAN
KWON JANG YEON
PARK KYUNG BAE
JUNG JI SIM
LIM HYUCK

发明人 NOGUCHI, TAKASHI
KIM, JONG-MAN
KWON, JANG-YEON
PARK, KYUNG-BAE
JUNG, JI-SIM
LIM, HYUCK

IPC分类号 H01L27/15 H01L29/26 H01L31/12 H01L33/00

CPC分类号 H01L29/78624 H01L29/78645 H01L27/3244 H01L27/1288 H01L29/78696

代理机构(译) 康托科尔伯恩LLP

优先权 1020060002687 2006-01-10 KR

其他公开文献 US20070262314A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

晶体管包括;至少两个多晶硅层基本上彼此平行设置，每个多晶硅层包括
沟道区和至少两个设置在沟道区相对侧的高导电区;栅极对应于两个多晶
硅层的沟道区并且与两个多晶硅层交叉，栅极绝缘层插入在栅极和两个
多晶硅层之间，其中低导电率区域邻近于一个边缘设置。栅极形成在沟
道区和每个多晶硅层的一个高导电区之间。
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